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При исследовании фотолюминесценции (ФЛ) субмикронных п* п і 
структур было установлено, что имеются корреляционные зависимое ж 
между шумовой температурой (Тщ) полевых транзисторов Шоггки (П ГІІІ), 
изготовленных из данных структур - ФЛ ис.ходной структуры и 
холловской подвижностью электронов в п-слое структуры (рис.1). ( 
ростом интенсивности ФЛ от структуры к структуре - Тц, ПТШ монотонии 
увеличивалась, а с ростом холловской подвижности - Тц, П ГІ1І монотонно 
уменьшалась.

Как показано в работе fl|, интенсиввтость ФЛ рассматриваемы' 
структур обратно нропорциональна холловской подвижности электронов и 
п-слое структуры. И, следовательно, более совершенные структуры ймеюі 
меньшие значения ФЛ. С другой стороны, Тц, П ГШ тем меньите, чем 
совершеннее исходная структура.
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Рисунок ! - Зависимости хо.чловской подвижности и интенсивности 
(|)отолюминесценции от шумовой температуры

Таким образом, измеряя интенсивиосгь ФЛ исходной структуры, мы 
можем заранее определить шумовую температуру, сформированных на 
данной структуре ПТШ.
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